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Karta przedmiotu

POLITECHNIKA
GDANSKA

Nazwa i kod przedmiotu

Inzynieria powierzchni, PG_00039700

Kierunek studiow

Inzynieria materiatowa, Inzynieria materiatowa, Inzynieria materiatowa

Data rozpoczecia studiow  |luty 2023 r. Rok akademicki realizaciji 2023/2024
przedmiotu

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 2 Liczba punktéw ECTS 3.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji

i Informatyki -> Katedra Metrologii i Optoelektroniki

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr hab. inz. Artur Zielinski

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr hab. inz. Artur Zielinski

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosé¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin prac dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
Yy planem studiéw
Liczba godzin pracy |30 8.0 37.0 75
studenta

Cel przedmiotu

Zaznajomienie z prozniowymi metodami wytwarzania cienkich warstw i plazmowymi procesami modyfikacji
powierzchni oraz zastosowaniami cienkich warstw oraz praktyczne zaznajomienie sie z technologig
cienkowarstwowg w laboratorium procesow technologicznych.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_KO01] rozumie potrzebe
uczenia sie przez cate zycie,
potrafi inspirowac i organizowac¢
proces uczenia sie innych osob.
ma $wiadomos¢ wiasnych
ograniczen i wie, kiedy zwrdcic sie
do ekspertéw, potrafi odpowiednio
okresli¢ priorytety stuzace
realizacji okreslonego przez siebie
lub innych zadan

Student posiada wiedze w jakim
kierunku rozwija sie technologia
cienkowarstwowa oraz procesy
CVD i PVD.

[SK3] Ocena umiejetnosci
organizacji pracy

[K7_WO05] zna podstawowe
metody, techniki, narzedzia i
materiaty stosowane przy
rozwigzywaniu ztozonych zadan
inzynierskich z zakresu inzynierii
materiatowej

Student zna techniki CVD i PVD
oraz narzgdzia i materiaty do ich
stosowania.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

[K7_U04] potrafi dokona¢
szczegotowej analizy uzyskanych
wynikéw, oraz dokonac ich
opracowania w postaci raportu
technicznego lub prezentacji,
réwniez w jezyku angielskim

Student potrafi zaprojektowac
proces syntezy probek
cienkowarstwowych oraz dokonac¢
opracowania wynikéw badan
takich struktur.

[SUZ2] Ocena umiejetnosci analizy
informaciji

[K7_W04] posiada pogtebiong
wiedze w dziedzinie nauki o
materiatach, w zakresie
niezbednym do opisu i rozumienia
zaleznosci pomiedzy sktadem
chemicznym, strukturg oraz
wiasnosciami mechanicznymi i
fizycznymi

Student potrafi skorelowac
wzajemnie parametry materiatow i
dopasowac ich struktury w celu
uzyskania specyficznych
wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych.

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_U01] potrafi pozyskiwac
informacje z literatury, baz danych
oraz innych, wiasciwie dobranych
zrodet, takze w jezyku angielskim;
potrafi integrowa¢ uzyskane
informacje, dokonywac ich
interpretacji, a takze wycigga¢
whnioski oraz formutowac i
uzasadnia¢ opinie

Student posiada wiedze gdzie
znalez¢ informacje dotyczace
parametrow osadzania struktur
cienkowarstwowych oraz
projektowania proceséw CVD i
PVD.

[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi

Data wydruku:

17.04.2024 04:30

Strona 2z3




Tresci przedmiotu

Metody wytwarzania i pomiaru prozni.

Przeglad stanowisk technologicznych.

Proces wzrostu cienkich warstw: kondensacja, zarodkowanie, wzrost.

Monitorowanie wzrostu warstwy.

Podstawowe parametry cienkich warstw oraz metody ich pomiaru: grubos¢, przyczepno$c¢, szczelno$c,
defekty, struktura chemiczna oraz fizyczna.

Rodzaje podtdz i sposoby ich przygotowania do okreslonych procesow.

Procesy PVD (ang. Physical Vapour Deposition) wytwarzania warstw metalicznych i niemetali.
Naparowywanie konwencjonalne i wigzka elektronowa, rozpylanie jonowe oraz naparowywanie reaktywne.

Procesy CVD (ang. Chemical Vapour Deposition): procesy pyrolizy i syntezy oraz procesy plazmowe.

Przeglad zastosowan: pokrycia antykorozyjne, technika cienkich warstw w przemysle maszynowym,
pokrycia optyczne, technika cienkich warstw w mikroelektronice oraz nanowarstwy.

Program laboratorium

Procesy ,mokrego” przygotowania podtéz oraz jonowego czyszczenia podtdz.
Wytwarzanie i pomiar prézni.

Przygotowanie stanowiska PVD do procesu.

Uruchomienie procesu naparowywania warstw z metali tatwotopliwych.
Pomiar grubos$ci warstw metoda interferencyjna.

Uruchomienie i parametryzacja procesu CVD wspomaganego plazmg mikrofalowa.
Pomiary spektroskopowe wygenerowanej plazmy w procesie CVD.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Przygotowanie stanowiska CVD do proceséw cienkowarstwowych na przyktadzie warstw diamentowych.

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prog zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

sprawozdanie

50.0%

50.0%

kolokwium

50.0%

50.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

A. Hatas, Technologia wysokiej prézni, PWN, Warszawa,1990.

K.L Lesker, Vacuum Products,2007.

J. R. Roth, Industrial Plasma Engineering, IOP, Bristol,1995.

R. J. Shul, S.J. Peartson, Handbook of Advanced Plasma Processing

Techniques, Springer, Berlin, 2000

Uzupetniajaca lista lektur

Adresy eZasobdw

Adresy na platformie eNauczanie:

Inzynieria powierzchni - Moodle ID: 33960
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=33960

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Przygotowanie podtozy oraz wyposazenia podkloszowego do procesu PVD.
Proces osadzania PVD (,thermal evaporation”) cienkich warstw Al z wyparownika drutowego.

1
2.
3. Maskowanie struktur.
4

Proces osadzania PVD (,thermal evaporation”) cienkich warstw Ag oraz Cu na podfozach krzemu

monokrystalicznego i szkta.

Pomiary rezystywnosci warstw.

5.

6. Proces osadzania PVD (,flash evaporation”+ ,thermal evaporation”) cienkich warstw NiCr / Au.

7. Proces osadzania warstw diamentowych w PA CVD w plazmie mikrofalowej. Obserwacje
mikroskopowe powierzchni prébek.

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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